Verwendung: Mittelschneller Silizium-npn-
Planar-Epitaxie-Schalttransistor fiir die Ver-
wendung in elektronischen Datenverarbei-
tungsantagen bei Umgebungstemperaturen
#a von —40°C bis +125°C

S8 126

Abmessungen: Bauform B 3/25 — 3q,
TGL 11 811

Koellektor om Gehdause

Magsse = 1 g

Zul@ssige Hochstwerte giiltig bis ¥jmax

UcBo = 60V Piot = 600 mW
Uceo = 50V bej 854 = 25°C
UeBo = 35V Potr = 25W
lc = 500 mA bei#; = 25°C
bei tav = 20 ms 9} = 175 oC
- # = 125 oC
Ic = 700 mA a . grd
B _ 250 mA Waérmewiderstand Rthja = 250 —4;
d
Kennwerte fir #a = 25°C -5 grd Rinje < 60 1 —
Min. Typ Mox. MeBbedingungen fﬂﬁkungy
| CUppan
Reststrome
icBo ! 25 nA Ues = 40V
Kollektor-Basis-Spannung
UcBo 60V { | lc =5 uA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
U(Br CEo | 50 V | ‘ | lc = 50 mA
Emitter-Basis-Spannung
Ues 5V | | | IE =5 pA

Gleichstromverstarkung

B 18 | 3s | Uce =1V, Ic = 400 mA A
‘ 29 : 55 (Messung erfolgt B
45 88 impulsmaBig) C
Ubergangsfrequenz |
fr 30 MHz | Uce = 12 V, Ic = 50 mA
] I[ f = 15 MHz

Bestellbeispiel fiir einen Transistor
der Stromversidrkungsgruppe B

Transistor SS 126 B

152



